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случае, когда намагниченность закрепленного ферромагнитного слоя и ось легкого 

намагничивания свободного ферромагнитного слоя параллельны оси структуры 

(то есть перпендикулярны плоскостям слоев). Также установлено, что с увеличением 

величины параметра диссипации свободного ферромагнитного слоя уменьшается 

частота колебаний намагниченности и увеличивается пороговая плотность тока, 

необходимая для генерации колебаний. Например, при параметре диссипации 0,02 

минимальная пороговая плотность тока составляет 0,24×108 A/см2, а частота колебаний 

составляет 439,6 МГц при плотности тока 0,3×108 A/см2. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПЛЕНОК  

ОКСИДА ТИТАНА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ  

ЭКРАНОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

С.К. Лазарук, В.В. Дудич, Л.П. Томашевич, Н.Н. Стешиц, К.А. Антипов  

Одним из способов защиты информации от нежелательных утечек является 

использование экранов электромагнитного излучения. Для этого используются 

металлические решетки с окнами из оптически прозрачного материала [1]. Нами 

изготовлены титановые решетки с окнами из нанотрубчатого оксида титана. 

При формировании исследуемых пленок использовали титановую фольгу толщиной 

100 мкм. Локальное анодирование проводили с использованием ниобиевой маски 

в электролитах на основе водного раствора хлорида натрия с концентрацией  

от 0,1 до 30 % при плотности тока от 5 до 100 мА/см2. Полученные результаты 

отличаются от ранее опубликованных тем, что в данном случае размеры внешнего 

диаметра трубок находятся в диапазоне от 30 до 100 нм, в то время как для известных 

наноструктур, формируемых в электролитах на основе фторида аммония этот диапазон 

составляет 70 – 300 нм [2]. Также рекордно низким является значение анодного 

напряжения, при котором формируются трубчатые структуры. В частности, рост 

трубок в используемых электролитах наблюдался при напряжении 12–20 В, в то время 

как при использовании известных электролитов на основе фторида аммония рост 

трубок имеет место при напряжениях от 25 до 120 В [3]. На основании вышесказанного 

следует, что прозрачно-проводящие экраны могут быть изготовлены при низких 

анодных напряжениях. При этом формируется трубчатый оксид титана с более 

высоким значением удельной внутренней площади поверхности, способной поглощать 

электромагнитное излучение в заданных диапазонах частот. 
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ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ ИХ РАЗМЕРОВ 
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И.О. Макарцов, А.А. Лешок, В.А. Лабунов 

Оптические соединения обладают рядом преимуществ по сравнению 

с электрическими аналогами. Сюда можно отнести значительно более высокую 

пропускную способность и защищенность каналов передачи информации, так как 

локализация передаваемого потока информации внутри оптического волновода 

обеспечивает его защиту от несанкционированного доступа. 

Ключевыми элементами оптических межсоединений внутри кремниевых чипов 

и между ними являются источники оптического излучения, формируемые 

по технологии, совмещенной с технологией кремниевых интегральных схем. Такими 

светоизлучающими устройствами являются лавинные светодиоды на основе 

нанокристаллического кремния. 

Лавинные светодиоды на основе нанокристаллического кремния формировали 

по технологии, интегрированной с технологией КМОП ИС. Ключевой операцией 

технологии их получения является магнетронное осаждение нанокомпозитной пленки 

Al/Si с последующим ее электрохимическим анодированием, в результате чего 

формируются кремниевые нанокластеры, встроенные в матрицу оксида алюминия [1–4]. 

В данной работе показано, что уменьшение рабочей площади диода с 104 мкм2 

до 10 мкм2 приводит к уменьшению интегральной емкости диода более чем на порядок. 

Соответственно снижение интегральной емкости светодиодов от единиц пикофарад 

до сотен фемтофарад позволило увеличить их рабочую частоту и достичь излучения 

в гигагерцовом диапазоне, что является значимым результатом по сравнению 

с альтернативными источниками света. 
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